


Uzupelnienie

dotyczqce rys. 2, str. 39, zamieszczonego w "Materiatoch Elektronicznych" nr 1/25/1979

1. Na rys. 2 powinny byé oznaczone typy ceramik: BN-10 i BN -11.,
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2. Podpis pod rysunkiem powinien byé nastepujqcy:
Oporno$é powierzchniowa ptytek krzemu z wdyfundowanym borem z BN -10 i BN -11,

mierzona wzdluz {rednicy réwnoleglej do écigcia bazowego plytek
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B. CISZEWSKLI, J. KATCKI: Analiza defektow wystepujacych w strukturze krzemu na podstawie obser-
wacji tasm krzemowych otrzymanych metoda EFG (czes¢ Il)

Na podstawie obserwacji struktury i morfologii taSm krzemowych otrzymanych metoda EFG przedsta-
wiono podstawowe defekty struktury wystepujace w krysztatach krzemu.

J. RADOMSKI, W. M. RECKO: Oznaczanie trojchlorosilanu w czterochlorku krzemu metodami ebulio-
metryczna i densymetryczna

W artykule przedstawiono zastosowanie metod ebuliometrycznej i densymetrycznej do oznaczania troj-
chlorosilanu w czterochlorku krzemu.

T. SIWIEC, E. NOWINOWSKI-K RUSZELNICKI, J. ZIELINSKL, J. ZMIJA: Wptyw obrobki elektrod na efekt
rozpraszania dynamicznego mieszanin azoksyzwiazkow

W pracy przedstawiono rezultaty badan wplywu sposobu obrobki powierzchni elektrod na statyczne i
dynamiczne charakterystyki elektrooptyczne efektu rozpraszania dynamicznego w ciektych krysztatach z
grupy azoksyzwiazkow. Zbadano wptyw mycia w roznych rozpuszczainikach organicznych, trawienia jo-
nowego oraz prostopadtego napylania warstwy SiOx. Na podstawie uzyskanych wynikow optymalnym
sposobem przygotowania elektrod okazato sie trawienie jonowe, ktoére wyraznie poprawito parametry
uporzadkowania cieklego krysztatu.



MATERIALY ELEKTRONICZNE Nr 2/26 — 1979

B. UNEBCKHU, E. KOHTUKWN: Ananu3 aecgexTos, BCTPENAEMbIX B CTPYKTYpPE KPEMHWA, HA OCHOBaHUH
HabniogeHnn xpeMHrEBbIX NEHT, NnomyyaemMbx metoaom EFG (uacTe lI)

Ha 6a3e HabnioaeHnit cTPyKTypbl h MOPE ONOMMN KPEMHWUEBbIX NEHT NPEACTAaBNEHbI OCHOBHbIE AeddeKTb!
CTPYKTYpbi, BCTPEYAEMbIE B KPUCTANNax KPEeMHUA.

A. PAOOMCKMU, B. M. PATLKO.: Onpeaenenune 1puxstopocsnaHa B XxnopmMcToM Kpemuuu 3abynuometpu-
YECKUM W AEeHCUMETPUNECKHM METORAMMK

B cTaThe NpeactasneHo NprMeHeHne MeToaoB: 36y NMOMETPUYECKOro U AEH CUMETPUYECKONO K Onpeae-
NEHUN TPUXNOPOCUNAHA B XNOPUCTOM KPEMHUU.

T.CUBEU, 3. HOBUHOBCKW-KPYLUENEHWUUKW, E. 3BENNHBLCKU, 0. XX MUA : Bnuanue 06paboTumn anex-
TPOAROB Ha 3(pheKT ANHAMUYECKOTD PACCEAHMA CMECH a30KCM COEAHHEHUN

B pa60Te npeacTasnAeTcA pesynbraThl vnccneaoBaHn 3NeKTPOAOB, ONTUYECKUX cBoucTBcMmecen X. K. u3

rpynn bl a30KCUcoeaAnHEHW . M3yuaeTcA BNvAHWE Ha 3NEeKTPOON TUYECKWUE XapakTepucTukmn 3ddexTa an-
HaMWYECKOro PaCcCeAHUA.
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B. CISZEWSK |, J. KATCKI: An analysis of the defects occuring in the silicon structure on the base of EFG si-
licon ribbon observation (part il)

Using structure and morfology observations of EFG silicon ribbons the main structure defects of silicon
crystals are discussed.

J. RADOMSKI, W. M. RECKOQ: A determination of trichlorosilane in silicium tetrachloride by ebulliosco-
pic and densimetric methods

Application of termodynamic methods to the determination of trichlorosilane in silicium tetrachloride is
described.

T. SIWIEC, E. NOWINOWSKI-KRUSZELNICK, J. ZIELINSKI, J. ZMIJA: An influence of electrode treat-
ment on dynamic scattering effect of azoxy compounds mixture

The paper presents the results of investigation DSE in azoxy compouds mixtures. The transmission vol-
tage characteristics in unpolarized and polarized light were measured. Optical response rise and decay
time for different methods of surface preparation like washing in organic compounds, chemical and phy-
sical treatment are given.
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